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(54)  칭  상에 막  하고 보 하  한   

(57)  약

 상에 막  하  한  개시 다.    갖는 1 가스  동시킴  공  챔

하는 단계(402)  포함한다.   또한 1 지  간 동안 2 가스  동시킴  비 질 규 (A-

Si)  포함하는 1 지 층  공  챔  하는 단계(404)  포함하고, 여  1 지 층   염

 보 한다.    공  챔  내  하는 단계(406), 3 가스  공  챔  내  동시킴

  상에 막  침착시키는 단계(408),  공  챔   언 하는 단계(410)  가  포함

한다.  막  질 규 (SiN)  포함할 수 고, 1 가스는 삼 질 (NF3) 가스  포함할 수 , 2 가

스는 실란(SiH4) 가스  포함할 수 다.  막  플라 마-강  학 착  사 하여  수 다.  

태양 지 또는 액  스플 (LCD)  수 다.

  도 - 도2
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청

청 항 1 

 상에 막  하  한 ,

 포함하는 1 가스  공  챔 (process chamber) 내  동시킴  공  챔  하는 단계;

1  지  간  동안  2  가스  공  챔  내  동시킴  비 질  규  포함하는  1  지  층

(encapsulating layer)  공  챔  하는 단계 - 1 지 층   염  보 함 -;

1 지 층  공  챔  한 후에,  공  챔  내  (loading)하는 단계;

3 가스  공  챔  내  동시킴   상에 막  침착시키는 단계; 

공  챔   언 (unloading)하는 단계  포함하는, .

청 항 2 

1항에 어 , 막  질 규 (SiN) 필 , .

청 항 3 

1항에 어 , 1 가스는 삼 질 (NF3)  포함하는, .

청 항 4 

1항에 어 , 2 가스는 실란(SiH4)  포함하는, .

청 항 5 

1항에 어 , 3 가스는 실란(SiH4), 암 니아(NH3)  질 (N2)  포함하는  택 는 가스  포

함하는, .

청 항 6 

1항에 어 , 1 지  간  0.5 내지 5   내 , .

청 항 7 

1항에 어 ,  태양 지(solar cell) , .

청 항 8 

7항에 어 ,  상에 막  하는 단계는 태양 지 상에 질 규  필  포함하는 사- 지 

(anti-reflective coating, ARC)  하는 단계  포함하는, .

청 항 9 

1항에 어 ,  액  스플 (liquid crystal display, LCD) , .

청 항 10 

9항에 어 , 액  스플 (LCD) 상에 막  하는 단계는 액  스플 (LCD) 상에 연 층  

하는 단계  포함하는, .

청 항 11 

태양 지 상에 질 규  필  하  한 ,
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 포함하는 1 가스  공  챔  내  동시킴  과  질 규 (SiN)  거하도  공  챔  

하는 단계;

1 지  간 동안 2 가스  공  챔  내  동시킴  비 질 규  공  챔  하는 단계 - 비

질 규 는  염  보 하는 1 지 층  함 -;

태양 지  공  챔  내  하는 단계;

플라 마-강  학 착(plasma-enhanced chemical vapor deposition)에 해 태양 지 상에 질 규  필

 침착시키는 단계; 

공  챔  태양 지  언 하는 단계  포함하는, .

청 항 12 

11항에 어 , 1 가스는 삼 질 (NF3)  포함하는, .

청 항 13 

11항에 어 , 2 가스는 실란(SiH4)  포함하는, .

청 항 14 

11항에 어 , 3 가스는 실란(SiH4), 암 니아(NH3)  질 (N2)  포함하는  택 는 가스

포함하는, .

청 항 15 

11항에 어 , 1 지  간  0.5 내지 5   내 , .

청 항 16 

11항에 어 , 비 질 규 는 0.05 내지 0.5 마 크 미   내  께  가진 1 지 층  하는,

.

청 항 17 

상 동 동안 태양  향하도  는 (front side)   편  (back side)  갖는 태양 

지 상에 질 규  필  하  한 ,

삼 질 (NF3) 가스  동시킴  과  질 규 (SiN)  거하도  공  챔  하는 단계;

 5  동안 실란(SiH4) 가스  공  챔  내  동시킴  비 질 규  공  챔  하는 단계 -

비 질 규 는  염  보 하는 1 지 층  함 -;

태양 지  공  챔  내  하는 단계;

실란(SiH4), 암 니아(NH3)  질 (N2) 가스  플라 마-강  학 착(PECVD)에 해 태양 지   상에

질 규 (SiN) 필  포함하는 사- 지 (ARC)  침착시키는 단계; 

공  챔  태양 지  언 하는 단계  포함하는, .

청 항 18 

17항에 어 , 태양 지   상에 질 규 (SiN) 필  하는 단계는 태양 지   상에 사-

지 (BARC)  하는 단계  포함하는, .

청 항 19 

17항에 어 , 태양 지는 - (back-contact) 태양 지, - (front-contact) 태양 지, 단

결  규  태양 지, 다결  규  태양 지, 비 질 규  태양 지, 막 규  태양 지,  리 듐
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갈 (CIGS) 태양 지  루  카드뮴 태양 지  포함하는  택 는 태양 지  포함하는,

.

청 항 20 

17항에 어 , 비 질 규 는 0.05 내지 0.5 마 크 미   내  께  가진 1 지 층  하는,

.

 

 술  야

본 에 술   지  실시 는   상에 막  하  한 학 착(chemical[0001]

vapor deposition, CVD) 술에 한 것 다.  보다 상 하게는,  지  실시 는 태양 지(solar cell)

상에 질 규  포함하는 사- 지 (anti-reflective coating, ARC)  하  한 플라 마-강  학

착(plasma-enhanced chemical vapor deposition, PECVD)   태양 지  공 에 한 것 다.

 경  술

학 착(CVD) 술   상에 막  하  한  알 진 공 다.  그러한 학 착(CVD) 술[0002]

압 학 착(APCVD), 압 학 착(LPCVD)  플라 마-강  학 착(PECVD)  포함한다.  들 술

  상에 산 규 (SiO2), 폴리실리 (Si)  질 규 (SiN)  포함하는 막  할 수 다.  학

착(CVD) 술에 사 는 그러한  집  , 액  스플 (liquid crystal display, LCD)  태양

지  포함한다.

 동안  상에  막   개 하  한 술  들 술   치  공  본질  [0003]

 문에 매우 하다.  그러한 술  체 생산 수  개 하여, 체  시간  감 시키고 수가

능한  수  가시킬 수 다.  태양 지  경우에, 들 술  규   상에  질 규  필  포

함하는 사- 지 (ARC)   개 하는 것  포함할 수 다.  들 술  또한  태양 지 

상당  개 할 수 다.

도  간단한 

 지  욱 한 해가, 사한 도  가 도  체에 걸쳐 사한  지칭하는 하  도 과[0004]

하여 고  , 상 한   청  참 함  얻어질 수 다.

도 1   상에 막  하  한  공 에  공  챔 (process chamber)  단 도 .

도 2  도 3   상에 막  하  한  공 에  공  챔  단 도 .

도 4는 본  실시 에 라 사  차  질량 (secondary ion mass spectrometry, SIMS) 시험

결과  포함한 .

도 5 내지 도 9는 본  실시 에  공  챔  단 도 .

도 10 내지 도 12는 본  실시 에 라 사  학 식  포함한 .

도  13  본   실시 에  라  공  챔  하  해  사  샘플  처리  시피(sample  process

recipe).

도 14는 본  실시 에 라 사  처리 시피들 사   비 에 한 시험 결과  그래픽 .

도 15는 본  실시 에 라 사  처리 시피들 사  태양 지  비 에 한 시험 결과  그래

픽 .

도 16  본  실시 에 라  상에 막  하는 도 .

도 17  도 18  본  실시 에 라 태양 지 상에 질 규  필  하는 도 .

 실시하  한 체  내
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하  상 한  사실상 단지 시  것 ,  지 또는 원  실시   그러한 실시  사[0005]

한하도  도 지 않는다.  본 에 사 는  같 , 단어 " 시 "  " , 사  또는 실

역할하는 것"  미한다.  본 에 시  것  술   는 드시 다  들에 비해

람직하거나 리한 것  해 는 것  아니다.  또한, 술한 술 야, 경 술, 간략한 약 또는 하

상 한 에  시 는   또는 암시  에 해 한 도  하는 도는 없다.  또한, 본 

 실시  한 해  공하  해, 특  공   업과 같  다수  특  상  사항  재 다.

본   실시 가  들  특  상  사항  없  실시  수  다는  것  당업 에게  할  것 다.   다

경우에, 리 그래픽(lithographic), 에칭(etch) 술   막 침착과 같   알 진  술  본 

 실시  필 하게 하게 하지 않  해 상  술 지 않는다.  또한, 도 에 도시  다양한 실시

는 시  고, 드시 척  도시  것  아님  해하여야 한다.

 상에 막  하  한  개시 다.   공  챔  하도   포함하는 1 가스[0006]

 동시키는 단계 , 비 질 규  는 1 지 층(encapsulating layer)  공  챔  하도

1 지  간에 걸쳐 2 가스  동시키는 단계  포함하고, 여  1 지 층   염  보

한다.   또한  공  챔  내  (loading)하는 단계, 3 가스  공  챔  내  동시킴

  상에 막  침착시키는 단계,  공  챔   언 (unloading)하는 단계  포함한다.

 실시 에 ,  태양 지  포함한다.  다  실시 에 ,  태양 지 상에 질 규  필

포함하는 사- 지 (ARC)  하는 단계  포함한다.   또 다  실시 에 ,   액  스플

(LCD)  수 다.  러한 실시 에 , 액  스플 (LCD) 상에 막  하는 단계는 LCD 상에 연 층

하는 단계  포함한다.  또 다  실시 에 , 1 지  간  0.5 내지 5   내  수 다.

태양 지 상에 질 규  필  하  한  개시 다.   과  질 규 (SiN)  공  챔[0007]

 하도   갖는 1 가스  동시키는 단계 , 비 질 규  공  챔  하도  1 지  

간 동안 2 가스  동시키는 단계  포함하고, 여  비 질 규 는  염  보 하  한 1

지  층  한다.    또한  태양 지  공  챔  내  하는 단계,  플라 마-강  학 착

(PECVD)에 해 태양 지 상에 질 규  필  침착시키는 단계,  공  챔  태양 지  언 하는

단계  포함한다.   실시 에 , 1 지  간  0.5 내지 5   내  수 다.  다  실시 에 , 비

질 규 는 0.05 내지 0.5 마 크 미   내  께  가진 1 지 층  한다.

태양 지 상에 질 규  필  하  한  개시 다.   상 동 동안 태양  향하도  [0008]

는 (front side)   편  (back  side)  갖는 태양 지  공하는 단계  포함한다.

 또한 과  질 규 (SiN)  공  챔  하도  삼 질 (NF3) 가스  동시키는 단계 ; 비

질 규  공  챔  하도   5  동안 실란(SiH4) 가스  동시키는 단계  포함하고, 여  비

질 규 는  염  보 하  한 1 지 층  한다.   태양 지  공  챔  내

하는 단계, 실란(SiH4), 암 니아(NH3)  질 (N2) 가스  플라 마-강  학 착(PECVD)에 해 태양 

지   상에 질 규 (SiN) 필  포함하는 사- 지 (ARC)  침착시키는 단계,  공  챔

태양 지  언 하는 단계  가  포함한다.   실시 에 ,  태양 지   상에 사- 지 

(BARC)  하는 단계  포함한다.  다  실시 에 ,  - (back-contact) 태양 지, -

(front-contact) 태양 지, 단결  규  태양 지, 다결  규  태양 지, 비 질 규  태양 지, 막

규  태양 지,  리 듐 갈 (CIGS) 태양 지  루  카드뮴 태양 지  포함하는 

택 는 태양 지  공하는 단계  포함한다.  또 다  실시 에 , 비 질 규 는 0.05 내지 0.5 마 크

미   내  께  가진 1 지 층  한다.

도 1  (100) 상에 막(130)  하는  사 는  공  챔 (110)  시한다.  공  챔 (110)는[0009]

샤워헤드(showerhead)(112),  챔  (corner)(115),  챔  벽(116),  진공  채 (118)   공  트

(tray)(114)  비할 수 다.  공  챔 는 플라 마-강  학 착(PECVD) 챔  비 한  학 착

(CVD) 공 에 사 는  챔  수 다.  가스  또는 샤워헤드(112)는 가스  공  챔 (110) 내

동시키는  능  한다.   진공  채 (118)  가스가  공  챔 (110)   핑 도  하는  

역할한다.  공  트 (114)는 (100)  지시키  해 사 다.

도 2  도 3   상에 막  하  한  공 에  업  시한다.  업  샤워헤드(212), 챔[0010]

 (215), 챔  벽(216), 진공 채 (218)  공  트 (214)  비한 공  챔 (210)  공하는 단계

포함한다.  공  챔 (210)  는 도 1에 술  공  챔 (110)  사한 능  갖는다.  업  또한
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 단계  막 침착 단계  포함한다.   단계는  갖는 가스  공  챔 (210) 내  동시키는

단계  포함할 수 다.   갖는 가스는 공  챔 (210) 내    물질과 하는 능  한다.

그러한  물질   침착 또는  공  래하  수 는, 질 규 (SiN)  같  막  포

함할 수 다.   포함하는 가스  공  챔 (210) 내  동시키는 단계  산물   물(240)

얇  층 다.   물(240)  도 2에  볼 수 는  같  공  챔 (210) 주 에  수 다.  질

규 (SiN)  층  공  챔 (210) 내에 침착 어  물(240)  지하고 거할 수 다.   단계에

후 하여, 침착 단계는 (200)  공  챔 (210) 내  공  트 (214) 상에 하는 단계  포함할 수 

다.  공  가스(224)가 공  챔 (210) 내  동 어, 도 3에 도시   같  (200) 상에 막(270)

한다.   공 에 한 실시 에 , (200)  태양 지  수 다.  다  실시 에 , 플라 마-강

학 착(PECVD)  태양 지 상에 막  하  해 사  수 다.  또 다  실시 에 , 막  질

규 (SiN)  포함할 수 다.  또 다  실시 에 , 막(270)  하는 단계는 플라 마-강  학 착

(PECVD)  사 하여 태양 지 상에 사- 지 (ARC)  하는 단계  포함할 수 다.

도 4  참 하 , 사- 지 (ARC)  하  한 질 규  플라 마-강  학 착(PECVD)에 후 하[0011]

는 수개  태양 지  차  질량 (SIMS) 시험 결과가 도시 어 다.  결과는 태양 지  심에

그리고 에지  라 상 한 원  염 수  보여 다.  샘플링  원 는 (F), 크 (Cr), 마그 슘(Mg),

철(Fe)  니 (Ni)  포함한다.  결과는 심(0.3)에 보다 규   에지  라 4   많   염

(1.2)   하게 보여 다.  플라 마-강  학 착(PECVD) 질 규  필  내측에 포함   

가 규   수  산  차단할 수 는 것  알  다.  규   수  산   상

 규  포  결합(dangling bond)  동태 시키고, 는 어  규   상   결함(electronic

defect)  수 도(number density)  감 시키고  재결합  감 시키는 것  또한 알  다.  규

 수  산  차단함 , 는 태양 지 치   수  동태  과 또는  동

태  감 시킨다.  질 규 (SiN)  필  내    염 물질  또한 질 규 (SiN) 필   상수

(dielectric constant)  하시  체 태양 지 (refractive index, RI)  하시킬 수 다.  

가 가  (electron negative)  원  문에, 질 규 (SiN) 필  내    염 물질  

하  하여 수 캐리어(minority carrier)   끌어당 고  재결합 실  가시킬 수 다.

라 , 낮   동태 , 보다 낮  (RI)  가  재결합  한 실  체 태양 지 

감 시킬 수 다.

본 는  시험  태양 지  에지가 공  챔  내    물  역에 가  가 다[0012]

고 가 하 다.  들 역  챔  벽, 챔    트   포함한다.  에 언   같 , 

물  거하  한 해   단계 동안 공  챔  내에 질 규 (SiN)  침착시키는 것 다.  러한

공 에 한 단  허 가능한  물 지  달 하고 염  지하  해 는 질 규 (SiN)  꺼

운 층  필 할 것 라는 다.  그러한 공  수행하는 것  많  비  들고 무 많  처리 시간  걸릴

것 다.  또한, 질 규 (SiN) 침착 단독 는 술  시험 결과에  알 수 는  같 , 챔   트

  주   물   지하 에 하지 않  수 다.  라 , 본 는  염

 가  보  공하는,  상에 막  하  한  안한다.  안  해 에 한 

 개  (RI)  태양 지  능  보여주는 시험 결과  포함하여 후술 다.

도 5  도 6  참 하 ,  상에 막  하는  도시 어 다.   샤워헤드(312), 챔  벽[0013]

(316), 진공 채 (318),  트  (319)  가진 공  트 (314)  비한 공  챔 (310)  공하는 단

계  포함한다.  공  챔 (310)  는 도 1에 술  공  챔 (110)  사한 능  갖는다.  

또한 도 5에  볼 수 는  같 ,  갖는 1 가스(320)  동시킴  공  챔 (310)  하는

단계  포함한다.  1 가스(320)는 공  챔 (310) 내    막(330)과 하는 능  한다.  

 막(330)   침착 또는  단계  래한다.   실시 에 , 1 가스는 삼 질 (NF3)

포함할 수 고, 막  질 규 (SiN)  수 다.   갖는 1 가스(320)   막(330) 사  

 1 생  가스(360)  생 한다.  1 생  가스(360)는 그것  진공 채 (318)  통해  동시킴

 공  챔 (310)  거 다.   실시 에 , 1 생  가스(360)는 사 규 (SiF4) 가스  질 (N2)

가스  포함할 수 다.   갖는 1 가스(320)  공  챔 (310) 내  동시키는 단계  산물  

물(340)  얇  층 다.    물(340)  공  챔 (310)  주 에, 특  도 6에  볼 수 는 

같 , 공  챔  벽(316), 챔  (315)  트  (319)  라  수 다.

도 7  (300) 상에 막  하는  연 는 단계  시한다.    물(340)  거하[0014]
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도  2 가스(322)  공  챔 (310) 내  동시키는 단계  가  포함한다.  2 가스(322)는 챔  

(315)  트  (319)    물(340)  포함하는  물(340)과 하여 2 생  가스

(362)  생 하 , 여  2 생  가스(362)는 도 7에  볼 수 는  같  진공 채 (318)  통해 공

챔 (310)  동 다.  2 가스(322)  계  동시킴   염  보 하는 1 지 층

(350)  공  챔 가  다.   실시 에 , 2 가스(322)는 실란(SiH4) 고, 1 지 층(350)

 비 질 규 (A-Si)  포함한다.  다  실시 에 , 2 생  가스(362)는 가스상 수 산(HF) 다.  또

다  실시 에 , 1 지 층(350)  0.05 내지 0.5 마 크 미   내  께  가질 수 다.  다  실시

에 , 1 지 층(350)  비 질 규 (A-Si)  포함할 수 고, 0.05 내지 0.5 마 크 미   내  께

 가질 수 다.  또 다  실시 에 , 공  챔 (310) 내  수 (H2O)  1 지 층(350)   동안 거

다.  또 다  실시 에 , 공  챔 (310) 내  수 (H2O)  비 질 규  지 층(350)(A-Si)   동안 

거 , 여  비 질 규 (A-Si)는 수 (H2O)  산 규 (SiO2)  수  가스(H2)  변 시킨다.  수  가스

(H2)는 진공 채 (318)  통해 공  챔 (310)  거  수 다.  또 다  실시 에 , 비 질 규 (A-

Si)  포함하는 1 지 층(350)  공하는 것   도 트(dopant) 염  보 한다.  1 지 층

(350)   도 트 염  보 하는 동 한 실시 에 ,  도 트는 포스핀(PH3)과 다 보 (B2H

6)  포함할 수 다.  다  실시 에 , 2 지 층  후 하여 1 지 층(350) 에 침착  수 다.  2

지 층  침착  수 는 동 한 실시 에 , 2 지 층  질 규 (SiN)  포함할 수 고, 1 지 층

비 질 규 (A-Si)  포함할 수 다.  또 다  실시 에 , 2층 비 질 규 (A-Si)  질 규 (SiN) 지 층

  염  보 하는 벽 필  한다.

도 8  도 9  참 하 , (300) 상에 막  하는  연 는 단계가 도시 어 다.   [0015]

(300)  공  챔 (310) 내  공  트 (314) 상에 하여 공하는 단계  가  포함한다.  3 가스

(324)가 (300) 상에 막(370)  하도  공  챔 (310) 내  동 다.   실시 에 , 막(370)

도 8  도 9에 도시   같 , 챔  벽(316), 챔  (315), 공  트 (314)  공  트  (319)

 포함하여 공  챔 (310) 주 에 침착  수 다.  다  실시 에 , 3 가스는 실란(SiH4), 암 니아

(NH3)  질 (N2)  포함하는  택 는 가스  포함할 수 다.  또 다  실시 에 , 막(370)

질 규 (SiN)  포함할 수 다.  또 다  실시 에 , (300)  워 포 (SunPower Corporatio

n)  태양 지  수 다.   실시 에 , 1 지  간  0.5 내지 5   내  수 다.  

실시 에 , (300) 상에 막(370)  하는 단계는 태양 지 상에 사- 지 (ARC)  하는 단

계  포함할 수 다.  다  실시 에 , (300) 상에 막(370)  하는 단계는 태양 지   상에

사- 지 (BARC)  하는 단계  포함할 수 다.  또 다  실시 에 ,  -  태양 지,

-  태양 지, 단결  규  태양 지, 다결  규  태양 지, 비 질 규  태양 지, 막 규  태양

지,  리 듐 갈 (CIGS) 태양 지  루  카드뮴 태양 지  포함하는  택 는

태양 지  래할 수 다.

도 10 내지 도 12는  상에 막  하  한 실시 에 포함 는 학  술하는  시한다.[0016]

도 10  삼 질 (NF3)  해 포함 는 학  개시하고, 도 11   거  해 포함 는 

학  개시하 , 도 12는 가  수  거  해 포함 는 학  개시한다.

도 13  단계 칭, 량, 챔  압 , RF(Radio-Frequency)    처리 시간  포함하여,   시 닝[0017]

(seasoning) 업에 한  공  건  도시한다.  1 에 , 삼 질 (NF3) 가스 동  당 5

내지 20  리 (slm)  변할 수 지만, 보다 큰 가 사  수 다.  2 에 , 실란(SiH4) 가스 

동  당 1 내지 5  리 (slm)  변할 수 , 여  보다 큰 가 또한 사  수 다.  3 에

, 아 곤(Ar) 가스 동  당 1 내지 6  리 (slm)  변할 수 지만, 보다 큰 가 또한 사  수

다.  4 에 , 질 (N2) 가스 동  당 10 내지 30  리 (slm)  변할 수 , 여  보다 큰

가 사  수 다.  5 에 , 챔  압  0.4 내지 6 리 (mTorr)  변할 수 다.  6 에 ,

챔  압  0.1  내지  6  리 (mTorr)  변할 수 지만,  보다 큰 가  또한 사  수 다.   7

에 , RF  0.1 내지 4 킬 트(kW)  변할 수 다.  8 에 , RF  0 내지 6 킬 트(kW)

변할 수 , 여  보다 큰 가 또한 사  수 다.  9 에 ,  업에 한 지  간

2 내지 20 , 5 내지 20 , 5 내지 200   20 내지 1200  포함하는  택 는 지  간  변
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할 수 다.  도 13  에 열거  다양한 량, 챔  압 , RF   지  간에 해 안  

수 는 시   보여 다.

도 14는 사- 지 (ARC) 질 물  (RI)에 미치는 챔  시 닝  향  보여 다.  0.6 μm 께[0018]

 질 규 (SiN) 시 닝  사 하여, 사- 지 (ARC) 질 물  (RI)  챔  과 시 닝 후에

낮다.  사- 지 (ARC) 질 물 필  챔  벽과 샤워헤드  라 에 라, 사- 지 (ARC) 질

물 필  (RI)  가한다.  챔  내에  3.0 μm 사- 지 (ARC) 질 물 필   후에,

질 물 (RI)  안 다.  비 질 규 (A-Si) 시 닝  사 하여, 챔   후  낮  (RI) 문

가 거 다.  라 , 비 질 규 (A-Si) 시 닝  (RI) 능  개  해 람직하다.

도 15는 다양한 시 닝 시피에 한 태양 지  비 한다.  1  질 규 (SiN) 시 닝 후에  태[0019]

양 지는  태양 지  갖는다.  질 규 (SiN) 시 닝  3  가시키는 것  태양 지 

약간 개 한다.  챔 가 꺼운, 컨  3 μm 내지 6 μm  질 규 (SiN) 필 에 해  , 태양 지

 상당  가한다.  도 15에  볼 수 는  같 , 에   비 질 규 (A-Si) 시 닝 술

비 한  시피에 한 결과는 꺼운 질 규 (SiN) 필  결과  사하다.  그러한 질 규

(SiN) 필  꺼운 층  침착시키는 것  비 질 규 (A-Si) 필  하는 것보다 매우 많  비  들고

처리하는  훨씬  래 걸린다.  라 , 비 질 규 (A-Si) 시 닝 시피가 감  처리 시간에  체

태양 지  능  개  해 람직하다.

 결과가 태양 지  심  시 지만, 술   막   해  다양한 과[0020]

함께 사  수 다.   실시 에 ,  액  스플 (LCD)  포함할 수 다.   액  스플

(LCD)  동 한 실시 에 ,  상에 막  하는 단계는 액  스플 (LCD) 상에 연 층  하

는 단계  포함할 수 다.  또 다  실시 에 , 플라 마-강  학 착(PECVD)  액  스플 (LCD) 상

에 연 층  하  해 사  수 다.

도 16  참 하 ,  상에 막  하  한 실시  도가 도시 어 다.  술   같 , 1[0021]

업(400)  공  챔 (310)  공하는 단계  포함할 수 다.  2 업(402)  공  챔 (310)  하도

  포함하는 1 가스(320)  동시키는 단계  포함할 수 다.  3 업(404)  비 질 규  갖는

1 지 층(350)  공  챔 (310)  하도  1 지  간에 걸쳐 2 가스(322)  동시키는 단계

포함할 수 고, 여  1 지 층   염  보 한다.  4 업(406)  (300)  공  챔

(310) 내  하는 단계  포함할 수 다.  5 업(408)  (300) 상에 막(370)  침착시키도  3

가스(324)  공  챔 (310) 내  동시키는 단계  포함할 수 다.  마지막 업(410)  공  챔 (310)

 (300)  언 하는 단계  포함할 수 다.

도 17  태양 지 상에 질 규  필  하  한 실시  도  시한다.  술   같 , 1[0022]

업(420)  공  챔 (310)  공하는 단계  포함할 수 다.  2 업(422)  과  질 규 (SiN)(330)

 공  챔 (310)  하도  (320)  갖는 1 가스  동시키는 단계  포함할 수 다.  3 업

(424)  비 질 규  공  챔  하도  1 지  간 동안 2 가스(322)  동시키는 단계  포함할

수 고, 여  비 질 규 는  염  보 하  한 1 지 층(350)  한다.  4 업

(426)  태양 지(300)  공  챔 (310) 내  하는 단계  포함할 수 다.  5 업(428)  플라 마-

강  학 착(PECVD)에 해 태양 지(300) 상에 질 규  필 (370)  침착시키는 단계  포함할 수 다.

마지막 업(430)  공  챔 (310)  태양 지(300)  언 하는 단계  포함할 수 다.

도 18  참 하 , 태양 지 상에 질 규  필  하  한 실시  도가 도시 어 다.  술[0023]

 같 , 1 업(440)  공  챔 (310) , 상 동 동안 태양  향하도  는    편

  갖는 태양 지(300)  공하는 단계  포함할 수 다.  2 업(442)  과  질 규 (SiN)(33

0)  공  챔 (310)  하도  삼 질 (NF3) 가스(320)  동시키는 단계  포함할 수 다.  3

업(444)  비 질 규  공  챔  하도   5  동안 실란(SiH4) 가스(322)  동시키는 단계

포함할 수 고, 여  비 질 규 는  염  보 하  한 1 지 층(350)  한다.  4

업(446)  태양 지(300)  공  챔 (310) 내  하는 단계  포함할 수 다.  5 업(448)  실란

(SiH4), 암 니아(NH3)  질 (N2) 가스  플라 마-강  학 착(PECVD)에 해 태양 지(300)   상에

질 규 (SiN) 필  포함하는 사- 지 (ARC) 층(370)  침착시키는 단계  포함할 수 다.  마지막 

업(450)  공  챔 (310)  태양 지(300)  언 하는 단계  포함할 수 다.
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술한 상 한 에  어도 하나  시  실시 가 시 었지만, 매우 많  수  변 가 재한다는[0024]

것  해하여야 한다.  또한, 본 에 술  시  실시  또는 실시 들  청   지  주,

가능 , 또는  어 한 식 도 한하도  도 지 않는다는 것  해하여야 한다.  , 

술한 상 한  술  실시  또는 실시 들  하  한 편리한 지침  당업 에게 공할 것 다.

본 특허 원  원 시 에 공지  등가물  측가능한 등가물  포함하는 청 에 해 한 는 주

어나지 않고  들  능  열에 다양한 변경  행해질 수 다는 것  해하여야 한다.

도

도 1
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